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В приближении 𝜉 ≫ 𝑦 для времени релаксации из (5) и (4) имеем:  
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Из формулы (6) следует, что с увеличением магнитного поля время 
релаксации уменьшается и рассеивание усиливается.  

Учитывая (6) в выражение для подвижности получим: 
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Как видно из (7) подвижность электрона в сверхрешетках обратно 
пропорциональна длине шероховатостей и прямо пропорциональна 
высоте шероховатостей. Следует отметить, что подвижность обратно 
пропорциональна магнитному полю, 𝑢~𝐵−1. 
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TlInTe2 kristalları TlSe quruluş tipində (I4/mcm) kristallaşır və aşağıda gös-

tərilən parametrlərə malikdir: a=8,494Å; c=7,181Å; c/a=0,845; Z=4; d=7,36q/sm3. 
Bu kristallar A3B3C2

6 tip birləşmələr (harada ki, A–Te, B–Ga,In, C–S,Se,Te) sinfinə 
məxsusdur. TlInTe2 kristalında kimyəvi əlaqə ion– kovalent xarakterlidir [1].  

Şəkil 1. (a,b)-də γ–kvantlarla şüalandırılmış TlInTe2 kristallarında xüsusi 
elektrikkeçiriciliyinin temperatur asılılığı verilmişdir.  

γ–kvantlarla şüalandırılmış TlInTe2 və TlInTe2,04 (4at.%) kristallarının 
xüsusi elektrikkeçiriciliyi 100–300 K temperatur intervalında tədqiq edilmiş-
dir. Müəyyən edilmişdir ki, aşqarsız TlInTe2 kristalında D<50 Mrad dozala-
rında yaranan defektlər donor təbiətli olub və zəncir müstəvisinə paralel isti-
qamətdə (EǁC) paylanma üstünluk təşkil edir. D>50 Mrad dozalarda isə yara-
nan defektlər akseptor təbiətlidir və zəncir müstəvisinə perpendikulyar istiqa-
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mətdə (E⊥ C) üstünlük təşkil edir. p–TlInTe2 kristalının EǁC istiqamətdə ra-
diasiyaya davamlılığı yüksək və Te atomunun stexiometrik artıqlıqlı kristalda 

E⊥ C istiqamətində isə radiasiyaya davamlılıq aşağıdır. γ–kvantlarla şüalandı-
rılmış p–TlInTe2,04 kristalların xassələrini defekt–aşqar assosiasiyasının qarşı-
lıqlı təsirini idarə etməklə kristalın radiasiyaya davamlılığını və anizotropik 
xassələrini idarə etmək mümkündür. 

 

 

Şək. 1. TlInTe2 (a,b) kristallarında müxtəlif kristalloqrafik istiqamətlərdə çəkilmiş 
xüsusi elektrik keçiriciliyinin temperatur asılılıqları: a–zəncir müstəvisinə paralel; b–

zəncir müstəvisinə perpendikulyar. 

Şəkil 2. (a,b)–də γ–kvantlarla şüalandırılmış TlInTe2,04 kristallarında 
xüsusi elektrikkeçiriciliyinin temperatur asılılığı verilmişdir.  

 

Şək. 2. TlInTe2,04 (a,b) kristallarında müxtəlif kristalloqrafik istiqamətlərdə çəkilmiş 
xüsusi elektrik keçiriciliyinin temperatur asılılıqları: a–zəncir müstəvisinə paralel; b–

zəncir müstəvisinə perpendikulyar. 
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